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Sposéb wykonania ztgcza powierzchniowego
metal — pétprzewodnik
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Przedmiotem wynalazku jest sposdb wykonania
zlacza  powierzchniowego  metal-pélprzewodnik

zwhaszcza w diodzie z bariera powierzchniowg me-
tal-polprzewodnik w celu zmniejszenia pradu
wstecznego diody.

Dotychczasowe sposoby zmniejszenia pradu
wstecznego diody z bariera powierzchniowsg pole-
gajg nma odpowiedniej modyfikacji konfiguracji dio-
dy lub ma odpowiedniej obrébce powierzchni pél-
przewodnika. Znanym sposobem =zmiany konfigu-
racji jest wprowadzenie pierScienia  zlgczowego
pt — m, ktére otacza zlgcze metal-p6lprzewodnik
i w ten sposéb izoluje go od wplywu powierazchni
polprzewodnika. Jest to jednak sposdb technolo-
‘gicznie klopotliwy, szczegélnie wtedy, gdy dotyczy
diod mikrofalowych, ktérych zlgcze robocze musi
mieé jak najmniejszg powierzchnie (zwykle $redni-
ca 50 um).

‘Celem wymnalazku jest zmniejszenie pradu * : ¢
wstecznego (diody . z barierg powierachniowg metal-
polprzewodnik.

Cel ten osiggnieto przez wytworzenie odpow1ed-
mc}/l wilasciwosci powierzehni p6lprzewodnika.

Istota wymalazku polega ma tym, ze powierzchnie
pélprzewodnikowsg pokrywa sie warstwg izolacyj-
ng, na przyklad w procesie pyrolityeznym, a na-
stepnie wytrawia jonowo te cze§é powierzchni, kto-
ra ma byé pokryta metalem, i pokrywa sie ta
czes$é metalem. Warstwa izolacyjng moze byé amor-
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ficzny azotek krzemu lub kolejno mnalozony tlenek
i azotek krzemu.

Przyklad wynalazku zostamie objasniony w opar-

ciu o rysunek, ma ktérym fig. 1 przedstawia kon-
figuracje diody z bariera powierzchniowg metal-
pélprzewodnik, fig. 2 — diode ze zmieniong konfi-
guracja za pomocy wprowadzenia zlacza pierscie-
niowego pt — m, fig. 3 — zlagcze powierzchniowe
metal-pélprzewodnik otrzymane sposobem wedlug
wynalazku.
' Dioda przedstawiona na fig. 1 ma zlgcze metal-
pélprzewodnik 1 otoczone powierzchnia pélprze-
wodnika 2. Powierzchnie pélprzewodnika 2 pokry- -
wa sie zazwyczaj cienka warstwa izolacyjng -3.
Warstwa ta powinna eliminowaé powstawanie ka-
nalu powierzchniowego bezposrednio pod powierz-
chnig po6iprzewodnika.oraz zapewniaé¢ stabilne wia-
sciwodci powierzchni w warunkach normalnego od-
dzialywania atmosfery wotaczajacej diode. Linig
przerywang oznaczone sg granice obszaréw ladunku
przestrzennego zlacza 4 i powierzchni 5. Oba te
obszary granicza ze sobg wzdluz obwodu zlgcza
powodujac powstawanie mniekorzystnych zjawisk
krawedziowych, przejawiajacych sie wzrostem pra-
du uplywno$ci 6 w diodzie. Wymieniona skiadowa
pradu powoduje niekorzystny wzrost Pra;du wstecz-
nego diody i zalezy zaré6wno od wlasciwosci barie-
ry powierzchniowej jak i od wlasciwo$ei powierzch-
ni poétprzewodnika.

Na fig. 2 rysunku przedstawiona jest zmiana kon-
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figuracji diody oprzez wprowadzenie pierscienia
zlaczonego pt+ — m, kiére otacza zlgcze metal-pol-
przewodnik i ‘'w ten spos6b izoluje go od wplywu
powierzchhi poélprzewodnika. Jednak jak juz wWspo-
mniano, jest to technologicznie klopotliwy sposéb
zmniejszenia pradu wstecznego diody.

Sposéb wedlug wynalazku eliminuje omdéwiony
pier§cienn zlgczowy. Otrzymane sposobem wedlug
wynalazku zlacze stosowane w diodzie, przedsta-
wiono ma fig. 3. Pétprzewodnik 1 pokrywa sie war-
stwa izolacyjng 2, na przyklad w procesie pyro-
litycznym. Warstwa izolacyjna 2 powinna byé od-
porna na wiplyw zmian wilgotnosci srodowiska zew-
netrznego oraz odporna ma dyfuzje jonéw mogacych
domieszkowaé warstwe pod wplywem pola elek-
trycznego i zmiepia¢ jej parametry elekiryczne.
Nastepnie wytrawia sie jonowo te czesé powierzch-
nj, ktéra ma byé pokryta metalem, a nastepnie w
celu wytworzenia zlgcza powierzchniowego metal-
poélprzewodnik, pokrywa sie wytrawiony obszar me-
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talem 3. Warstwg izolacyjng moze byé przyklado-
wo amorficzny azotek Kkrzemu-lub warstwa z ko-
lejnego malozenia tlenku i azotku krzemu.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wykonania zlgcza powierzchniowego
metal-potprzewodnik, znamienny tym, .ze po-
wierzchni¢ poélprzewodnika (1) pokrywa sig war-
stwg izolacyjng (), ma przyklad w procesie pyro-
litycznym, a mastepnie wytrawia jonowo te czesc
powierzchni, ktéra ma by¢ pokryta metalem i wy-
trawiony obszar pokrywa sie¢ metalem (3).

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
jako warstwe izolacyjna (2) odporng ma wplyw
zmian wilgotno$ci Srodowiska zewmnegtrznego oraz
odporng ma dyfuzje jon6w mogacych domieszkowaé
warstwe pod Wwplywem pola elektrycznego — sto-
suje sie amorficzny azotek krzemu lub warstwe z
kolejnego malozenia tlenku i azotku krzemu.

Dokonano jednej popres-.

ZG ,Ruch” W-wa, zam. 1180-70 nakl. 250 egz.



	PL61689B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


